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Пререквизиты дисциплины. Изучение дисциплины «Новые технологии наноэлектроники» опирается на знание фундаментальных законов физики твердого тела и электродинамики.

Постреквизиты дисциплины. Знания и умения, полученные бакалаврами при усвоении дисциплины «Новые технологии наноэлектроники» являются базой для освоения основ и технологических процеСеминаров современных телекоммуникационных сетей. 

Целью изучения дисциплины " Новые технологии наноэлектроники " является усвоение основных явлений в наноструктурированных материалах и основ теории базовых элементов наноэлектроники.

Задачи изучения дисциплины. В результате  изучения дисциплины «Новые технологии наноэлектроники» магистр должен: 
· Знать технологические процеСеминары наноматериалов и наноприборов, типы, принципы работы и параметры наноэлектронных устройств, применимых в ВОЛС. 

· Уметь использовать концептуальные основы современной наноэлектроники в научно-педагогической деятельности после окончания магистратуры.

СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	 
	Содержание
	часы 
	  Задания СРСП

	1.
	Лекция 1     Введение. История нанотехнологии. Переход от микро к наноэлектронике. 
	2
	

	
	Семинар.    Квантование разрешенных состояний электонов в атоме.
	1
	

	
	Лаб.раб. Механическое диспергирование.
	
	

	2
	Лекция 2. Одномерное, двумерное и трехмерное квантование. Наноразмерные пленки, нити и квантовые точки. 

	2
	Собственые состояния квантовой ямы.

	
	Семинар.    Собственные состояния квантовой точки.
	
	

	
	Лаб.раб. Оптическая микроскопия.
	1
	

	3
	Лекция 3. Тунелирование электронов.  Изолированные и связанные квантовые ямы. Композиционные материалы. 
	2
	 

	
	Семинар.  Расчет прозрачности барьера.
	
	

	
	Лаб.раб. Рамановский спектр наноматериала.
	1
	

	4.
	Лекция 4.     Модели роста пленок на сингулярных и несингулярных поверхностях. Механизмы роста пар-кристалл, пар-жидкое-кристал.
	2
	Полупроводниковые сверешотки.

	
	Семинар.   .Критический радиус зародыша кристаллизации.
	1
	

	
	Лаб.раб. Формирование пористого кремния.
	
	

	5
	Лекция 5. Классификация методов синтеза наноматериалов снизу вверх. Выращивание из газовой, жидкой и твердой фаз. Методы синтеза сверху вниз. Методы диспергирования.
	2
	    . 

	
	Семинар.   Рост нанокристаллов в твердой фазе.
	
	

	
	Лаб.раб. Спектр отражения пористого и кристаллического кремния.
	1
	

	6
	Лекция 6. Методы газофазного синтеза наноматериалов. CVD, фото-CVD, плазма-  CVD.
	2
	Одноэлектронный транзистор.


	
	Семинар. Рост нитевидных кристаллов.
	
	

	
	Лаб.раб.  Рамановский спектр пористого кремния.
	1
	

	 
	Лекция 7. Методы вакуумного синтеза наноматериалов. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Магнетронное распыление. Электронно-лучевое испарение
	 
	 

	
	Семинар. Гетероструктурный солнечный элемент.
	
	

	
	Лаб.раб. Формирование пористого алюминия.
	
	

	7.
	Лекция 8. Рост нитевидных кристаллов. Фуллерены, и их применение в наноэлектронике. 
	2
	    


	
	Семинар..    Применение фуллеренов  наноэлектронике. 
	1
	

	
	Лаб.раб.
	
	

	8.
	Лекция 9.  Жидкофазная эпитаксия. Выращивание многослойных структур и сверхрешоток. 

Семинар.   Гетероструктурный лазер.
	2
	Поистый кремний. 

	
	Лаб.раб. Спектр отражения  пористого алюминия. 
	
	

	
	
	
	

	
	Мидтерм.
	1
	

	9.
	Л.  Механическое, взрывное и лазерное диспергирование. Нанопорошки, их применение. 
	2
	   


	
	Семинар. Нанокристаллические люминофоры.
	
	

	
	Лаб.раб. Рамановский спектр пористого алюминия. 
	1
	

	 
	
	 
	 

	10.
	Лекция 10. Химическое  и электрохимическое диспергирование. Пористые металлы и полупроводники. Применение пористых материалов.
	2
	Наноразмерный транзистор. 

	
	Семинар.  Пористый кремний.
	1
	

	
	Лаб.раб. Спектр люминесценции пористого кремния.
	
	

	11.
	Лекция 11.  Выращивание из растворов. Золь-гель технология. 

	2
	

	
	Семинар. Пористый алюминий.
	
	

	
	Лаб.раб. Спектр люминесценции пористого алюминия.
	1
	

	12.
	Лекция 12. Электронная микроскопия наноматериалов. Рамановская спектроскопия.  
	2
	Графен. 

	
	Семинар. Рамановский спектр пористого кремния.
	
	

	
	Лаб.раб. Рамановский спектр аморфного кремния.
	1
	

	 
	
	 
	 

	13.
	Лекция 13. Атомно-силовая и тунельная микроскопия. Манипуляции с атомами. 
	2
	

	
	Семинар. Фотонный пинцет.
	1
	

	
	Лаб.раб. Атомно силовая микроскопия пористого кремния.
	
	

	14.
	Лекция .14  Синтез наноточек в твердой фазе. Распределение Лифшица-Слезова.

	2
	Наноструктурированные фотонные кристаллы.

	
	Семинар. Полупроводнивые наноточки в стекле.
	
	

	
	Лаб.раб. Спектр люминесценции полупроводниковых наноточек.
	1
	

	15.
	Лекция 15.  Одноэлектронный транзистор. Баллистика электронов. 


	2
	

	
	Семинар. Наноразмерный транзистор .
	
	

	
	Лаб.раб. Анализ Рамановского спектра поритсого кремния программными средствами. 
	1
	

	
	Мидтерм
	
	


Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі әдебиет
1. Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридичин ВА. Основы наноэлектроники. – Новосибирск, Изд.НГУ, 2000. 

2. Кульбачинский В.А. Структуры малой размерности в полупроводниках. – М.: Изд. МГУ, 1998.

3. Давыдов А.С. Квантовая механика. – М.: Наука, 1973.

4. Ч.Киттель. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука. 1994.

Қосымша әдебиет
5. Киселев В.Ф., Козлов С.Н.,  Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого тела. – М.: Изд. МГУ, 1999.

6. Сарсембинов Ш.Ш., Приходько О.Ю., Максимова С.Я. Физические основы модификации электронных свойств некристаллических полупроводников.– Алматы, Қазақ университеті, 2005. 

7. www.semiconductorline.com
Формы контроля знаний:

Рубежный  контроль I (включая текущий контроль) –
30%
7 неделя

Рубежный контроль II (включая текущий контроль) –
30%
15 неделя

Экзамен –
40%.

Шкала оценки знаний:

	Буквенный эквивалент оценки
	Цифровой эквивалент оценки (GPA)
	Баллы в %
	Оценка по традиционной системе

	A
	4
	95-100
	"Отлично"

	A-
	3,67
	90-94
	

	B+
	3,33
	85-89
	"Хорошо"

	B
	3
	80-84
	

	B-
	2,67
	75-79
	

	C+
	2,33
	70-74
	"Удовлетворительно"

	C
	2
	65-69
	

	C-
	1,67
	60-64
	

	D+
	1,33
	55-59
	

	D
	1
	50-54
	

	F
	-
	0-49
	"Неудовлетворительно"

(непроходная оценка)

	I
	-
	-
	"Дисциплина не завершена"

	W
	-
	-
	"Отказ от дисциплины"

	AW
	-
	-
	"Отчислен с дисциплины"

	AU
	-
	-
	"Дисциплина прослушана"

	P/NP (Pass / No Pass)
	-
	65-100/0-64
	"Зачтено/ не зачтено"


При оценке работы студента в течение семестра учитывается следующее:

- посещаемость занятий;

- активное и продуктивное участие в практических занятиях;

- изучение основной и дополнительной литературы;

-  выполнение СРС;

- своевременная сдача всех  заданий 
За несвоевременную сдачу трех заданий СРС выставляется оценка AW.  

 
Политика академического поведения и этики

· обязательное посещение занятий;

· активность во время практических (Семинарских) занятий;

· подготовка к занятиям, к  выполнению домашнего задания  и СРС.
Недопустимо:

· опоздание и уход с занятий;

· пользование сотовыми  телефонами во время занятий;

· обман и плагиат;

· несвоевременная сдача заданий.
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